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Zpusob vyroby Schottkyho kontaktu, pfi

kterém se plisobi doutnavym vybojem s vyhodou’

o frekvenci 13,56 MHz na vychozi plynnou
latku obecného vzorce A, B, AB, BC, AC nebo
ABC, kde symbol A zna&i léatku obecného vzor-
ce X“Ym, v niz X pPfedstavuje atom dusiku,
siry nebo uhliku, Y znati atom fluoru nebo
vodik a m a n jsou pfirozend &isla o hodno-
té m v rozmezi 1 aZz 2 a o hodnoté n v roz-
mezi 1 aZ 10, symbol B zpameni latku obec-
ného vzorce XnYm, kde X m& vyznam uvedeny
vySe, Y je vodik nebo halogen a m a n jsou
pfirozend Cisla celd o hodnot& m rovné 2

az 6 a o hodnoté n rovné 1 az 5, a symbol

C zna&i argon, dusik, kyslik, vodik unebo

smés dvou aZz &tyP téchto latek.
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Vyndlez se tyka zplsobu vyroby Schottkyho kontaktu, to. jest pfechodu kov - polovodi&, kte-

.

ry pfi prGchodu elektrickeho proudu projevuje usmérnujici

2w

ug¢inek.

Ve svétové technice je znémo vyuZivani Schottkyho kontaktu k vyrobé soulistek v oboru

elektroniky. Schottkyho kontakt je pouZivéan napfiklad pfi vyrobé& sluneénich baterii pro pri-

mou .pfeménu sluneini energie na energii elektrickou, pfiZemZ u baterii vytvafi vnitfni elektric-

ké pole, které je nutné k odd&leni kladnych a zapornych nositel@ elektrického proudu, genero-
vanych dopadajicim sluneé&nim zafenim. Hlavnim poZzadavkem na Schottkyho kontakt je vysoka po-
tencidlova bariera na piechodu kov - polovodi&, vysokd elektrickd vodivost, propustnost pro

slune&ni zabeni a jednoduché vyroba.,

V souvislosti s témito-poZadavky se v posledni dob& obritila pozornost na moZnost pouZiti
amorfniho kfemiku a.Si pfipraveného bud v doutnavem vyboji rozkladem silanu SiH, nebo reaktivné
rozpraovaneho ve vodikové atmosféﬁe. Amorfni kfemik ziskany timto zplisobem ma fadu vyhodnych
fyzikalnich vlastnosti zejména optickych, které umoZnuji jeho rozsahlé uplatnéni pri vyrobé
levnych velkopléénych sluneénich baterii vhodnych pro vyuziti v pozemskych podminkéch (C. R.
wronski, D. E. Carlson: Proc. int. conf. amorphous and liquid semiconductors,. Edinburgh 1977,
University of Edinburgh /1977/ 452). S;uneéni baterie na bazi amorfniho kfemiku lze vyrabét

i na bazi PN prechodu, MIS struktury a dalsich.

Schottkyho -kontakt na amorfnim kiemiku byl az do souéasné_doby pPipravovan napafovanim
kovového kontaktu na povrchu amorfniho kﬁemiku,.aékoliv pro jeho vyrobu je moZno vyuzivat i
napraSovani. Napafovaci technikou (C. R. Wronski: Proc. 9th Conf.“solid state devices Tbkyo
/1977/ 299; dile D. E. Carlson, C. R. Wronski: RCA Review 38 /1977/ 211) se dosdhne nejlepsSich
vlastnoéti na pbechodu Au-a.Si s termicky napafovanym ziateq ve vakuu 1,33 . 10—3Pa a na ppe-

chodu Pt-a.Si s platinou napafenou elektronovym svazkem (Physical vapor deposition, Airco

Inc., USA 1976).

StéZejnim nedostatkem dosud znémych a pouiivahychvzpﬁsobﬁ, kterymi se kovové materiéiy
nanasi na.povrch amorfniho kfemiku je nutnost, aby k tomuvﬁéelu-byly pouzivany drahé kovy.
Proto tuto metodu neni moZno pouzivat pro vyrobu baterii o velké uZitné plose. Dalsi, a ne-
zanedbatelnou nevyhodou je nutnost provadéni postupu jako vicestupnového, pfi kterém se nej-
difive v komofe pro doutnavy vyboj pfipravi vrstva amorfniho kfemiku, na to se soustava 'se sni-
Zenym tlakem oteQFe vuéi b&zneému atmosferi;kémurtlaku, nade? vytvoPfend vrstva se pPenese do
napafovaciho nebo naprasSovacitio zafizeni pr& pfipravu kovového' kontaktu. Phirozenym diisled-
kem tohouto sloZitého postupu je, Ze povrch amorfniho kfemiku reaguje s okoLni atmosferou, a

ziskané elektrické vlastnosti vysledné tenkovestvé struktury lze jen Spatné reprodukovat (M.

Tanielien, M. Chatani, H. Fritzsche a. d.: Proc. int. conf. amorphous and liquid semiconductors,

Cambridge, USA 1979).

PPi vyzkumu daldich moZnych zpusob{i vyroby Schottkyho‘kontaktd doslo se k poznatku, Ze
lze pPipravit materialy s vysokou elektrickou vodivosti, které na povrchu nékterych polovodi-
&t tvori vyssi potencidlové bariery. Jsou to napPiklad polymer (SN)x vyrobitelny sublimaci

(C. M. Mikulski a d.: Inorganic Chemistry 15(1976) 2943, dale R. A. Scranton a d.: Appl.

Phys. Lett.29(1976) 47) atd. Materialy na bazi siry a dusiku lze pfipravit také v doutnavem

|
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vyboji rozkladem sirovodiku a dusiku (V. Smid a d.: Bull.APS 24 /1979/ 243). Dalsim znémym
elektrickym vodivym systémem je napfiklad polymer (CH)x (D. M. Grant, L. P. Batra: Solid

state communications 29 /1979/ 225).

Je také znam zpisob vyroby heteropfechodii mezi vrstvami o tloustce 0,15 az 100 um, pPri
kterém se na vychozi plyny pidsobi doutnavym vybojem; vychozi plyny jsou na bazi chalkogenniho
prvku. Dosud nebyla ale znéma vyrobni metoda pro pPipravu Schottkyho kontaktu o tlousice

vrstvy 0,01 - 0,14 um z plynnych latek, pri které se pouZije doutnavého vyboje.

Nevyhody dosud znamych zpdsobd vyroby Schottkyho kontaktu se podaFilo odstranit postu-
pem podle tohoto vynalezu, jehoZ pfedmétem je zpisob vyroby Schottkyho kontaktu o tloustce
vrstvy v rozmezi 0,01 aZ 0,14 um, p¥i kterém se na plyunou vychozi lé&tku .pusobi doutnavym vy-

bojem s vyhodou o frekvenci 13,56 MHz.

Podstatou vynalezu je pracovni postup, pfi kterém se doutnavym vybojem.pusobi na plyn
obecnéhd vzorce A, B, AB, AC, BC nebo ABC, kde symbol A znali latku obzcného vzorce XXYm,
v niz X pPedstavuje atom dusiku, siry nebo uhliku, Y znai atom fluoru nebo vodiku a m an
jsou prirozend éigla o hodnoté m v rozmezi 1 aZ 2 a o hodnoté n v rozmezi 1 aZ 10, symbol B
znamena latku obecného vzorce anm' kde X ma vyznam uvedeny vysSe, Y je vodik nebo halogen
aman jsou pPirozend ¢isla celd o hoduoté m rovné 2 aZ 6 a o hodnoté n rovné 1 aZ 5, a

symbol C znac¢i argon, dusik, kyslik, vodik, vodik nebo smés dvou az &typ téchto létek.

Vyhodou postupu podle vynélezu je moZnost pripravy Schottkyho kontaktu berz pouZiti dra-
hych kovil, coZ podstatné sniZuje vyrobni néklady. Pfednosti postupu je také préace v uzaviens
soustavé za stidlého tlaku, jehoZ hudnotu lze pPedem nastavit a ﬁotom podle potfeby upravovat
aniz by bylo zapotiebi vakuum resp. sniZeny tiak v pracovni aparatube rusit, a pracovni pro;
stor udinit ppistupnym vnéjsi atmosfére.

pPiednosti tohoto Pe@eni jsou zfejmé z nasledujicich pPiklada provedeni, které objasnuji

podstatu vynalezu aniZ by ho jakymkoliv zpusobem omezovaly.

Pﬁiklad 1

Do reakéni komory na douﬁnavy vyboj s vaitfnim tlakeﬁ 0,01 Pa, v niZz jsou podloZky amorf-
niho kPemiku pro pfipravu Schottkyho kontaktu se privede smés sirovodiku a dusiku v molekuldr-
nim poméru 1 : 2, 52 tlak v reakéni komope dostoupi Aodnoty 200 Pa. Na to se pPi frekvenci
13,56 MHz uvede v &innost doutnavy vyboj, jehoZ pisobenim dojde ve volném prostoru reaké&ni
komory -a na sté&néch vystaventh doutnavému vyboji k reakci mezi jednotlivymi plynnymi sloZka-

mi. Po dvou hodinach préce se vytvobi vrstva Schottkyho kontaktu o tlousice 0,04 um.

PpPiklad 2

Do reak&ni komory, v niZ je tlak sniZen na hodnotu 1()-9 Pa a v niZ se nachéazeji podlozky
amorfni slitiny na bizi kPemik - §ermanium -~ vodik se privede smés argonu, sirovodiku a &pav-
ku o pomdru 5 : 1 : 3. Pro pfipravu vrstvy o tloustce cca 0,1 um sloZené ze siry, vodiku a

dusiku se na dobu 2. 1/2 hodiny zapne doutnavy vyboj pfi tlaku 300 Pa.
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Priklad 3

6

Do reakéni komory, v niZ je tlak sniZen na hodnotu 10~ Pa, a ve které jsou uloZeny pod-

lozky z krystalického kfemiku se pPivede smés plynného fluoridu siry SF,, &pavku a kysliku v

4°'
poméru 90 : 9,5 : 0,5, prFidemZ se tlak v komofe udrZuje na hodnoté 10 Pa. Pisobenim doutnaveé-

ho vyboje po dobu cca 1 hodiny se ziskd Schottkyho vrstva o tloustce cca 0,02 um.

pPriklad 4

Do reak&ni komory, v niZ je sniZeny tlak 10-3 Pa a kterd obsahuje podloZky polovodile
¢aliumarsenidu se pfivede smé&s acetylenu a vodiku v poméru 50 : 50. Pfi tlaku 1 Pa se na dobu
2 hodin zapne doutnavy vyboj, jehoZz pisobenim dojde ke vzniku vrstvy na bdzi uhlik - vodik v
prostoru komory a k vytvofeni nanosu na pfipravenych podloikéch. Pri dobé pusobeni cca 2 ho-

dinového doutnavého vyboje vznikne vrstva Schottkyho kontaktu o tloustce cca 0,1 um.
PREDMET VYNALEZU

ZplUsob vyroby Schottkyho kontaktu o tloustce vrstvy v rozmezi 0,01 aZ 0,14 um, pPfi kte-
rém se na plynnou vychozi latku pusobi doutnavym vybojem, s vyhodou o frekvenci 13,56 MHz,
vyznageny tim, Ze doutnavym vybojem ée pisob{ na plyn obecného vzorce A, B, A3, AC, BC nebo
ABC, kde symbol A zna&i latku obecného vzorce anm’ v niz X ppedstavuje atom dusiku, siry nebo
uhliku, Y zna&i atom fluoru nebo vodik a m a n jsou pPfirozend &isla o hodnoté m v rozmezi
1 a% 2 a o hodnotd& n v rozmezi 1 aZ 10, symbol B znamena latku obecncého vzorce XnYm, kde X
ma vyse uvedeny vyznam, Y je vodik nebo halogen a m a n jsou prirozeni &isla celd o hodnoté
m rovné 2 az 6 a o hodnoté n rovné 1 aZ 5, a symbol C zna&i argon, dusik, kyslik, vodik nebo

smés dvou aZ &typ téchto-latek.

Vytiskly Moravské tiskaiské zdvody,  Cena: 240 K&s
provoz 12, Leninova 21, Olomouc
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